
展示概要
　我が国では一次エネルギーのうち40%以上が電力として消費
されています。これらの電力エネルギー消費量を低減させる方法
として、電力の直流･交流変換時の損失を低減することが挙げら
れます。そこで、Siを含め既存の半導体よりも高効率に電力変換
できる半導体が必要となります。また、GaNウエハを活用するこ
とで、近視を抑制する効果があるとの報告がある紫色を含む白色
LEDが実現します。

　GaN系窒化物半導体は、理論的には半導体材料の中では最も
省エネルギー特性に優れた光・電子特性を有していますが、GaN
系半導体デバイスがサファイアやSi等の異種基板上に作製され
ているため結晶品質が悪く、能力が発揮できていません。デバイ
ス特性向上には、高品質GaNウエハが必須になるのです。本展示
では、大阪大学で研究開発していますポイントシードを用いた
Naフラックス法によるGaNウエハ作製技術をご紹介いたします。
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省エネデバイスを実現する大口径GaNウエハ

白色LEDやパワーデバイス等のGaNデバイスは、その優れた性
能から今後の市場拡大が期待されていますが、そのためには、大
口径・高品質で低価格のGaNウエハの普及が望まれています。本
提案では、Naフラックス・ポイントシード法で作製した高品質
GaN結晶を高速バルクGaN結晶育成を可能とする気相成長法
の種結晶として用いることにより、大口径・高品質GaNウエハの
低コスト化を目指しています。
　白色LEDのGaNウエハは大口径化が課題ですが、Naフラック
ス・ポイントシード法により解決出来る目途が立っています。課

題としては均一性と歩留まりで、この問題は近い将来解決できる
見通しがついています。電力変換用半導体としては、リーク電流
低減に向け、一層の高品質化が必要ではありますが、現在、転位
とリーク電流の相関を検討している中で、Naフラックス法で作
製したGaN結晶にはリークの原因となる転位が、そもそも少な
いことを示唆する結果も得られています。
　先ずは白色LED用GaNウエハが事業化され、続いて電力変換
パワーデバイス用GaNウエハの事業化が始まると考えています。
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